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° Repaso Clase #4

9 Semiconductores

e Diodos de Juntura
@ Juntura pn en equilibrio sin voltaje aplicado
@ Flujo de corriente en una juntura pn en polarizacion directa

@ Resumen Clase #5
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Repaso Clase #4
Repaso Clase #4

@ Teorema de Bloch
@ Modelo de Kronig-Penney
@ Interpretacion de bandas de energia
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Repaso Clase #4

Modelo de Kronig-Penney

P% + cos(8a) = cos(ka) (100)

@ Las energias permitidas dependen de k.
@ Las soluciones tienen periodo de cos(ka).
@ Una forma mas clara de verlo:

First reduced
,(—E‘\(Bri]l\)uin) zone

electron energy, £

= allowed
= forbidden
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Semiconductores

Enlaces entre atomos (Cristales)

@ Cristales de gases inertes (Fuerzas de Van der Waals)
@ Cristales lonicos (interaccion electrostatica)
@ Cristales covalentes (comparten electron)

@ Metales (interaccién del centro ionico del atomo con los e~ s de
conduccion)
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Semiconductores

Enlaces Covalente

Los electrones de valencia son compartidos

@ Se da entre atomos que tienen capas no llenas
@ Un ejemplo es la molecula de Hidrogeno

@ El enlace es fuerte y extremadamente direccional
@ Estos materiales son duros y quebradizos

Electron tends to be
between the nuclei
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Semiconductores

Enlaces Covalente

Materiales semiconductores

Single Elements: Intermetallic TII-V compounds
(tetravalent):
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Semiconductores

Enlaces Covalente

Movilidad de los Huecos
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Semiconductores

Enlaces Covalente

Movilidad de los Huecos
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Semiconductores

Enlaces Covalente

Movilidad de los Huecos
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Semiconductores

Enlaces Covalente

Movilidad de los Huecos

_ O\\ /O\ /O\ /O 2
r=0 QO O S @ Conduccién por electrones
O/ \/ \\\O/ i @ Conduccion por huecos
NN AN AP P
AN AN AN
Ol okt ol © Dy isbon D@k (@)
no;]\il?rzolion @ \ / \ / \ /
1 AP 8 W WaN
T G N/ TNE /TNy
fiee holcc/)%/o\o/ \FC\)A.ngﬁmn / \ / \ / \
free hole i
BT N \Oﬁ Ny O O O )
ﬁee_0 © free hole

11 de agosto de 2009 84 /100

Marcos Diaz (DIE, U. Chile) EL3004-Circuitos Electronicos Analégicos



Semiconductores

Enlaces Covalente

Movilidad de los Huecos
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Semiconductores

Nivel de Fermi

Semiconductores intrinsecos

ty

n= p = n;y usando

_Eg
np=n?=N,N,e %’

conduction
conduction band ——— electrons

3/2

_E
Zﬂfl’;"T (mZm;“,)S/“eﬁ (101)
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Semiconductores

Nivel de Fermi

Semiconductores intrinsecos

E n= p = n;y usando
: 5 _ Eg
conduction band —/]— CZlne(::l(lrz::n np =n; = Nche kT
n
Eg
R e o ‘e i e EF 2 k T 32 .
™ b * * 5K T
0 valence band = ~holes = 2 h2 (memh)3/462ka (101)
[ p
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279 4 :
Cuando T = 0K o m; = mj, implica
EF = % (103)
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Semiconductores

Semiconductores Extrinsicos

Tipo n (impuresas pentavalente)

) donor levels full 4 donor levels ionized
- conduction band — £,
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Semiconductores

Semiconductores Extrinsicos

Tipo n (impuresas tetravalente)

electrons Q @)
gtfllit?ci;at; mn \O/ \O/O

bonding The mcomplete bond can, at I > 0, be filled

creating a hole in the valence band.
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Diodos de Juntura Juntura pn en equilibrio sin voltaje aplicado

Junturas pn

Region de Empobrecimiento
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Diodos de Juntura Juntura pn en equilibrio sin voltaje aplicado

Junturas pn

Region de Empobrecimiento
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Diodos de Juntura Juntura pn en equilibrio sin voltaje aplicado

Junturas pn

Potencial en la Juntura

 Eg—Ef

np= N.e™ Rl (107)
 (Egtevo)—EF
np = Nze RoT (108)
eV
I _ e (109)
Np
k() e (b

Vo = e|n<np)7 eln( 2 (110)

~ K 1 (b
Vo ~ eln( s (111)
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Diodos de Juntura Flujo de corriente en una juntura pn en polarizacion directa

Junturas pn

Polarizacion directa
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Diodos de Juntura Flujo de corriente en una juntura pn en polarizacion directa

Junturas pn

Polarizacién directa (banda de energia)
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Diodos de Juntura Flujo de corriente en una juntura pn en polarizacion directa

Junturas pn

Corrientes por la juntura

p-type

carrier concentration
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Resumen Clase #5
Resumen Clase #5

@ Bandas de energia
@ Propiedades y tipos de semiconductores
@ Introduccidn a las junturas pn
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